
低雑音増幅器の技術�

�
Low noise amplifier technologies

初期システムでは、20GHz帯にバラクタダイオードを用いたパラメトリック増幅器を利用、用途に応じた低雑音化を�
図るために冷却も行っていたので装置が大型であった。その後の研究で、GaAsFET素子、HEMT(High Electron�
Mobility Transistor)の低雑音化が進み、小型で同等の性能を持つ低雑音増幅器を開発した。�

ＳＫ－10に用いられたペルチェ冷却低雑音増幅器の構成�
初段にペルチェ冷却のパラメトリック増幅器、後段にGaAsFETを使用。�
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Configuration of Peltier cooling low noise amplifier used in SK-10


